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【序論】酸化亜鉛(ZnO)は，~3.37 eVのワイドバンドギャ

ップ，~60 meVの励起子結合エネルギー，透明導電性，

圧電性などの機能性を有し，近紫外及び可視短波長発光

及び受光デバイス，透明電界効果トランジスタ，電界放

出素子，ガスセンサなど多岐に渡る応用が期待されてい

る．さらにナノ構造化に伴う高集積化，量子サイズ効果，

比表面積の増大などが，これらのデバイスの性能の向上

に寄与するものと期待されている．ナノスケール材料の

合成には様々 な方法が用いられるが，我々 は化学溶液析

出(CBD)法に注目している．CBD法は，シンプルかつ低

コストであり，通常 100℃以下の比較的低い温度で行わ

れるため，耐熱性の乏しい高分子材料上への結晶成長も

可能である．我々 はこれまでに様々 な Zn 原料を用いて

ZnOナノロッド(NRs)のCBD成長を行い，スパッタリン

グ法で堆積した金(Au)薄膜やイオンプレーティング法で

作製したGa 添加 ZnO(GZO)薄膜をシード層に用いるこ

とで配向性の優れた ZnO NRs が成長可能であることを

報告してきた[1,2]．本報告では，異なる三種類のシード層

上に成長時間をパラメータとしてZnO NRsを成長し，こ

れらの構造及びフォトルミネッセンス(PL)特性にシード

層が及ぼす影響を明らかにする． 

【実験方法】 CBD溶液には，0.05Mの硝酸亜鉛六水和

物[Zn(NO3)26H2O)，ZnNit]と0.05Mのヘキサメチレンテト

ラミン[C6H12N4, HMT]の混合水溶液を用いた．基板には、

①スパッタリング法で 200nm の Au 薄膜を堆積した

SiO2/Si(100)ウェハー，②市販Au(100 nm)/Ti(5 nm)/Si(100)

ウェハー(Platypus Technologies)及び③4.0 wt.%のGa2O3を

含有する ZnO 焼結体ターゲットを用いてイオンプレー

ティング法によって200 nmのGZO薄膜を堆積した無ア

ルカリガラスを用いた．バス温度は88℃とし，成長時間

は5～300minの範囲で変化させた． 

【実験結果と議論】 Fig. 1 には，三種類の基板（シード

層）上に成長したZnO NRsに働く応力と成長時間との関

係を示している．GZO/ガラス基板上に成長したZnO NRs

では，成長初期段階では圧縮応力が働いているが，成長

時間とともに急激に引っ張り応力へと変化し，再び圧縮

応力へと転じる，いわゆるcompressive-tensile-compressive 

evolution の挙動が見られる．これは，Volmer-Weber型の

成長モードで成長する薄膜においてしばしば観察される

挙動である．一方，Au/SiO2/Si(100)及びAu/Ti/Si(100)基板

上のNRsでは，成長初期での応力が小さく，全成長時間

にわたって引っ張り応力が働いている．ZnOとAuの格

子不整合率は非常に大きく，Auシード層とZnO NRs間

にVan der Waals力が働いていることがGZO/ガラス基板

上ZnO NRsとの挙動の違いの要因であると考えている． 
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Fig. 1  Growth time vs. stress σ// (●：NRs/ GZO/glass,  

○: NRs/Au/SiO2/Si(100), ■: NRs/Au/Ti/Si(100)) 
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